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Nachhaltige Cleaning-Chemie fur die Halbleiterproduktion

GreenClean - Intelligent Fluid - IFTIN
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Projektvolumen | EUR 240.000 Ziel: Ersatz kritischer Cleaning-Chemie in reprasentativ industriellem Cleaning
Use-Case auf 300mm-Tool, Benchmarking und Okobilanzierung |
Projektlaufzeit | 01.09.2025 - 31.10.2025 anhand eines Referenzprozesses.

Tool/
Prozess

Projektpartner | Intelligent fluids GmbH, Leipzig

Fraunhofer IPMS, Dresden Anforderungen an Cleaning-Chemie in CMOS:

007 Waie X = Filterkompatibilitat im Tool, ideale Vorbereitung der
Cleaning und Lackentfernung "2-20% Surfactant =) Oberflache auf nachsten Prozessschritt
7N e Cw /S = mind. VLSI Grade
. S m1-10% Smart ) . .
@ \ @ I :f = Use-Case HF-Ersatz: im basischen zum Schutz
Pyrazol/NMP-basiert DMSO/TMAH-basiert VS. B < deS OXidS’ darf TIN niCht angreifen

= Erdélbasiert & Lésungsmittel = Wasserbasiert . s - - " '
= Reprotoxizitat bzw. starke Hautgangigkeit = Schont Material & Equipment ™" serornn * Use-Case EKC Ersa_tz' _Im baSISC_hen _Zum Schutz
* Hohe Anwendungstemperaturen = Niedrige Anwendungstemperatur von Cu und/oder Oxid, idealerweise TIN atzend,
= Aggressiv gegenuber Equipment & Material = Patentierte Phasenfluid-Technologie ) ]
= Sehr hoher Entsorgungsaufwand auf Mikroemulsionsbasis mischbar mit H202

Prio 1. Partikelperformance-Tests auf TIN, Cu und Si, blank und strukturiert
Prio 2:  Atzangriff und CD-Treue auf TiN, Cu und Resiste evaluiert

°rio 3: Post TIN Etch Residue removal - HF-Ersatz?

In der Verdrahtungsherstellung im BEOL oder der Prio 4. Post TEOS Etch Residue removal - EKC-Ersatz?

Strukturierung anderer Metallisierungen ist das Cleaning
einer der wesentlichen Schritte in der Mikroelektronik, zB zur

. . .. : . Partikeltests Entfernung Entfernung Oko-
Entfernung von Atzriickstanden, und muss vielfach wiederholt (blank) REsIRCh T e Bilanzierung
werden. = auf Siund TIN = TiN und Cu = Blank, = Geatztes TEOS = dHF + DIW
i _ ¥ i ' ' = Je mit = Verschiedene geschadigte mit TiN = EKC + H202
Bei bis zu 13 Cu-Level Ubereinander ist es einer der (e e Hartmaske und  » e | s Sy
wichtigsten Reinigungsschritte bei Halbleiter-Bauelementen. EKC)und IF = Je mit = geétzt, versch. Resisten e,y o
I+11 Chemien Referenz (HF, strukturiertes = Je mit Referenz | o iecerzlarauch
EKC) und IF TiN mit versch. (EKC) und IF Il 9 ’
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Auf HF- und EKC basierende Cleaning-Chemie
bringen enormen Entsorgungsaufwand und
Gefahrstufe mit sich.

Pos 2237 1225 -45% IF |

Nr. Resist | post etch post clean | Reduktion | Chemie IF-Chemie muss nicht gesondert entsorgt werden
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4 = Weltweit: 3,2 Mrd. €

= Europa: ca. 320 Mio. €
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Post-wet clean CAN Probe
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= Partikeltests bestatigen sehr
gute Performance

= Patterned Defect Inspection Fraunhoer IPMS: Intelligent fluid GmbH:
pestatigt vergleichbare Dr. Katharina Lilienthal Dr. Ronny Tepper (Fluid Design,
Defect-Performance Matthias Rudolph Anwendungstechnik)
von IF | vs. HF-clean Philipp Schramm Dr. Salem Nasraoui (Teamleiter Mikroelektronik)

= CD-SEM Messungen
bestatigen CD-Treue

Dr. Matthias Golecki (Regulatory, Nachhaltigkeit)
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